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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品に設けられた突起電極を実装基板に設けられた接続端子に溶融接合することに
より、前記電子部品を前記実装基板に実装する電子部品の実装方法において、
　前記突起電極の直径より小さい直径を有する金属粒とベースフラックスとを含むフラッ
クスペーストを前記実装基板上に配設する工程と、
　前記フラックスペーストが配設された実装基板に前記電子部品を搭載すると共に加熱処
理を行ない、前記突起電極を溶融し前記接続端子に接合する工程と、
　前記突起電極と前記接続端子との接合後、前記電子部品と前記実装基板との間に形成さ
れる間隙に樹脂を封止する工程とを有し、
　前記突起電極をボール形状とし、かつ、前記金属粒を、前記突起電極が前記接続端子に
押圧された際に移動しうる滑面を有した形状とし、
　前記フラックスペーストのベースフラックスが、前記間隙を封止する樹脂を主成分とす
ることを特徴とする電子部品の実装方法。
【請求項２】
　電子部品に設けられた突起電極を実装基板に設けられた接続端子に溶融接合することに
より、前記電子部品を前記実装基板に実装する電子部品の実装方法において、
　前記突起電極の直径より小さい直径を有する金属粒とベースフラックスとを含むフラッ
クスペーストを前記実装基板上に配設する工程と、
　前記フラックスペーストが配設された実装基板に前記電子部品を搭載すると共に加熱処
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理を行ない、前記突起電極を溶融し前記接続端子に接合する工程と、
　前記突起電極と前記接続端子との接合後、前記電子部品と前記実装基板との間に形成さ
れる間隙に樹脂を封止する工程とを有し、
　前記突起電極をボール形状とし、かつ、前記金属粒を、前記突起電極が前記接続端子に
押圧された際に移動しうる滑面を有した形状とし、
　前記フラックスペーストのベースフラックスが、前記間隙を封止する樹脂と同種の樹脂
材からなるフィラーを除いたものを主成分とすることを特徴とする電子部品の実装方法。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の電子部品の実装方法において、
　前記金属粒の直径を、前記突起電極の直径の公差以上、前記突起電極の直径の１／３以
下とし、
　かつ、前記フラックスペーストが、該金属粒を体積比率で１％以上２０％以下含む構成
としたことを特徴とする電子部品の実装方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の電子部品の実装方法において、
　前記フラックスペーストを、前記実装基板の前記接続端子を含む領域に、前記金属粒の
直径以上、前記突起電極の直径の１／２以下の厚さで配設したことを特徴とする電子部品
の実装方法。
【請求項５】
　電子部品に設けられた突起電極を実装基板に設けられた接続端子に溶融接合することに
より、前記電子部品を前記実装基板に実装する電子部品の実装方法において、
　前記突起電極の直径より小さい直径を有する金属粒とベースフラックスとを含むフラッ
クスペーストを前記突起電極上に配設する工程と、
　前記実装基板に前記電子部品を搭載すると共に加熱処理を行ない、前記突起電極を溶融
し前記接続端子に接合する工程と、
　前記突起電極と前記接続端子との接合後、前記電子部品と前記実装基板との間に形成さ
れる間隙に樹脂を封止する工程とを有し、
　前記突起電極をボール形状とし、かつ、前記金属粒を、前記突起電極が前記接続端子に
押圧された際に移動しうる滑面を有し、
　前記フラックスペーストのベースフラックスが、前記間隙を封止する樹脂を主成分とす
ることを特徴とする電子部品の実装方法。
【請求項６】
　電子部品に設けられた突起電極を実装基板に設けられた接続端子に溶融接合することに
より、前記電子部品を前記実装基板に実装する電子部品の実装方法において、
　前記突起電極の直径より小さい直径を有する金属粒とベースフラックスとを含むフラッ
クスペーストを前記突起電極上に配設する工程と、
　前記実装基板に前記電子部品を搭載すると共に加熱処理を行ない、前記突起電極を溶融
し前記接続端子に接合する工程と、
　前記突起電極と前記接続端子との接合後、前記電子部品と前記実装基板との間に形成さ
れる間隙に樹脂を封止する工程とを有し、
　前記突起電極をボール形状とし、かつ、前記金属粒を、前記突起電極が前記接続端子に
押圧された際に移動しうる滑面を有し、
　前記フラックスペーストのベースフラックスが、前記間隙を封止する樹脂と同種の樹脂
材からなるフィラーを除いたものを主成分とすることを特徴とする電子部品の実装方法。
【請求項７】
　請求項５又は６記載の電子部品の実装方法において、
　前記金属粒の直径を、前記突起電極の直径の公差以上、前記突起電極の直径の１／３以
下とし、
　かつ、前記フラックスペーストが、該金属粒を体積比率で１％以上２０％以下含む構成
としたことを特徴とする電子部品の実装方法。
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【請求項８】
　電子部品に設けられたボール形状の突起電極を実装基板に設けられた接続端子に溶融接
合するのに使用されるペースト材料において、
　金属粒とベースフラックスとにより構成されており、該金属粒の直径を、前記突起電極
の直径の公差以上、前記突起電極の直径の１／３以下とし、
　該金属粒が体積比率で１％以上２０％以下含む構成とし、
　前記金属粒を、前記突起電極が前記接続端子に押圧された際に移動しうる滑面を有した
形状とし、
　前記フラックスペーストのベースフラックスが、前記電子部品と前記実装基板との間に
形成される間隙を封止する樹脂を主成分とすることを特徴とするペースト材料。
【請求項９】
　電子部品に設けられたボール形状の突起電極を実装基板に設けられた接続端子に溶融接
合するのに使用されるペースト材料において、
　金属粒とベースフラックスとにより構成されており、該金属粒の直径を、前記突起電極
の直径の公差以上、前記突起電極の直径の１／３以下とし、
　該金属粒が体積比率で１％以上２０％以下含む構成とし、
　前記金属粒を、前記突起電極が前記接続端子に押圧された際に移動しうる滑面を有した
形状とし、
　前記フラックスペーストのベースフラックスが、前記電子部品と前記実装基板との間に
形成される間隙を封止する樹脂と同種の樹脂材からなるフィラーを除いたものを主成分と
することを特徴とするペースト材料。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は電子部品の実装方法及びペースト材料に係り、特にフリップチップ実装方式等
の電子部品の突起電極を溶融させて実装基板の接続端子に接続する電子部品の実装方法及
びこの実装に使用するペースト材料に関する。
【０００２】
　近年、携帯電話等に代表されるように、半導体装置等の電子部品は小型・高密度化・高
速化が急速な勢いで進んでいる。これに対応すべく、電子部品の外部接続端子としてはん
だバンプ等の突起電極を用い、この突起電極を実装基板に接合させることにより、電子部
品と実装基板を電気的に接続するフリップチップ実装が多用されるようになってきている
。
【０００３】
　このフリップチップ実装によれば、リードを用いた実装に比べ、実装に要する面積を小
さくできるため小型化・高密度化を測ることができ、また電子部品と実装基板との間にお
ける配線長を短くできるため高速化に対応することができる。
【０００４】
【従来の技術】
　従来、はんだバンプ等の突起電極を有した電子部品を実装基板にフリップチップ実装す
る方法としては、ボンディングツールに電子部品を保持し、実装基板のボンディング位置
に位置合わせし、加圧加熱することではんだバンプを接触/溶融させて接合する方法が主
流であった。しかしながら、この実装方法は個々の電子部品をそれぞれ処理するため、表
面実装リフローはんだ付け方法に比較して作業効率の悪いという問題点がある。
【０００５】
　これに対し、作業効率の向上を図るため、一般的な表面実装リフローはんだ付け方法と
同様に実装基板の接続端子上にソルダーペーストを印刷し、そこに電子部品のはんだバン
プを位置合わせして搭載し、リフロー工程ではんだバンプを溶融させ接合する方法も一部
採用されている（以下、この実装方法を従来技術１という）。図１は、この従来技術１に
係る実装方法を示している。尚、図１では電子部品として半導体装置１を用いた例を示し
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ている。
【０００６】
　図１（Ａ）は、実装基板３にソルダーペースト５を印刷した状態を示している。ソルダ
ーペースト５ははんだ粉末の体積比が約50%のものが一般的であり、このソルダーペース
ト５はスクリーン印刷法を用いて実装基板３の接続端子４上に配設される。
【０００７】
　続いて、半導体装置１のはんだバンプ２と、実装基板３の接続端子４とを位置合わせし
、図１（Ｂ）に示すように、半導体装置１を実装基板３に搭載する。これにより、半導体
装置１はソルダーペースト５により実装基板３に仮固定された状態となる。
【０００８】
　続いて、半導体装置１が仮固定された実装基板３をリフロー炉に通し、はんだバンプ２
を溶融させて接続端子４に接合する。図１（Ｃ）は、はんだバンプ２が接続端子４に接合
された状態を示している。リフロー処理によるはんだバンプ２と接続端子４との接合が終
了すると、必要に応じて残留フラックスの洗浄処理が実施され、これにより図１（Ｄ）に
示すように、半導体装置１の実装基板３への実装が完了する。
【０００９】
　一方、バンプ自体がはんだであることを利用し、フラックスのみを実装基板又ははんだ
バンプの先端に塗布し、電子部品を実装基板にリフロー処理により実装する方法も提案さ
れている（以下、この実装方法を従来技術２という）。図２は、この従来技術２に係る実
装方法を示している。尚、図２においても、電子部品として半導体装置１を用いた例を示
している。
【００１０】
　図２（Ａ）は、実装基板３にフラックス８を印刷した状態を示している。フラックス８
は、図１に示したソルダーペースト５と異なり、はんだ粉末は含まれていない。このフラ
ックス８は実装基板３の上面全面に配設される。
【００１１】
　続いて、半導体装置１のはんだバンプ２と、実装基板３の接続端子４とを位置合わせし
、図２（Ｂ）に示すように、半導体装置１を実装基板３に搭載する。これにより、半導体
装置１はフラックス８により実装基板３に仮固定された状態となる。
【００１２】
　続いて、半導体装置１が仮固定された実装基板３をリフロー炉に通し、はんだバンプ２
を溶融させて接続端子４に接合する。図２（Ｃ）は、はんだバンプ２が接続端子４に接合
された状態を示している。リフロー処理によるはんだバンプ２と接続端子４との接合が終
了すると、必要に応じて残留フラックスの洗浄処理が実施され、これにより図２（Ｄ）に
示すように、半導体装置１の実装基板３への実装が完了する。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記した従来技術１の方法では、ソルダーペースト５を微細に実装基板
３の接続端子４上に印刷する技術が必要となり、適切な印刷ができない場合は端子間でブ
リッジ部６を生じたり（図１（Ｃ），（Ｄ）参照）、逆にはんだバンプ２と接続端子４と
の間で接合不良が生じたりするという問題点があった。
【００１４】
　また、現在のはんだ粉末の体積比が約50%のソルダーペースト５では、半導体装置１の
バンプピッチが150μmを下回る場合には、このバンプピッチに対応して形成された微細な
接続端子４に適正にソルダーペースト５を印刷することが困難となる。
【００１５】
　更に、搭載した半導体装置１は、リフロー工程が終了するまで実装基板３上の所定搭載
位置に保持される必要があるが、接続端子４上に印刷された微小量のソルダーペースト５
ではその保持力を十分に確保しにくいという問題もある。
【００１６】
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　一方、上記した従来技術２の方法では、はんだバンプ２と実装基板３との平坦性に対す
る許容が低く、はんだバンプ２と実装基板３の接続端子４が接合されないとおそれがある
。即ち、はんだバンプ２には必然的に直径のバラツキが存在する（図２（Ａ）に矢印ΔＨ
で示す）。このため、同図に示すはんだバンプ２Ｂのように正常のはんだバンプ２Ａに対
して直径が小さいと、はんだバンプ２Ｂと接続端子４との間に間隙が発生してしまう。
【００１７】
　図１に示す実装方法では、ソルダーペースト５内に体積比が約50%のはんだ粉末が含ま
れているため、加熱時にこのはんだ粉も溶融してはんだバンプ２と接続端子４との間に間
隙が生じても、この間隙を溶融したはんだ粉が埋めるため問題は生じなかった。
【００１８】
　しかしながら、図２に示す実装方法ではフラックス８にはんだ粉が存在していないため
、はんだバンプ２の直径バラツキに起因してはんだバンプ２Ｂと接続端子４との間に間隙
が形成されると、リフロー時においてもはんだバンプ２Ｂと接続端子４とは離間された状
態が維持される。よって、はんだバンプ２Ｂと接続端子４との間に間隙が発生し接続不良
が発生してしまう。
【００１９】
　これらの問題点を解決すべく、特開平4-262890公報では、半導体装置（はんだバンプは
設けられていない）と実装基板とを、はんだ粒とフラックスを含む熱硬化性接着剤により
接合する方法が提案されている。また、特開平11-186334公報では、フラックスを保持し
たはんだ粒を熱硬化性樹脂シート又はペーストに含有させた異方導電性材料を用い、この
異方導電性材料により半導体装置と実装基板を接合する方法が提案されている。
【００２０】
　しかしながら、上記した各公報で提案された実装方法では、はんだ付け工程での加熱処
理に耐えられるように熱硬化性接着剤，熱硬化性樹脂シート，或いは異方導電性材料（以
下、これらをまとめて熱硬化性樹脂という）を選定する必要がある。更に、この熱硬化性
樹脂は、いわゆるアンダーフィルレジンとしても機能することとなるため、半導体装置の
サイズ、半導体装置と基板の間隔、電極材料、実装基板材料の組み合わせ等に影響を受け
、実装信頼性を確保するためにはその弾性率、熱膨張係数、接着強度等の材料特性を調整
する必要がある。
【００２１】
　このように、熱硬化性樹脂の選定においては、加熱処理時における熱耐性及びアンダー
フィルレジンとしての特性を共に考慮して選定を行なう必要があり、その選定処理が困難
となるという問題点がある。
【００２２】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、電子部品を実装基板に実装する際の突
起電極と接続端子との実装信頼性を向上しうる電子部品の実装方法及びペースト材料を提
供することを目的とする。
【００２３】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題は、第１の観点からは、電子部品に設けられた突起電極を実装基板に設けら
れた接続端子に溶融接合することにより、前記電子部品を前記実装基板に実装する電子部
品の実装方法において、前記突起電極の直径より小さい直径を有する金属粒とベースフラ
ックスとを含むフラックスペーストを前記実装基板上に配設する工程と、前記フラックス
ペーストが配設された実装基板に前記電子部品を搭載すると共に加熱処理を行ない、前記
突起電極を溶融し前記接続端子に接合する工程と、前記突起電極と前記接続端子との接合
後、前記電子部品と前記実装基板との間に形成される間隙に樹脂を封止する工程とを有し
、前記突起電極をボール形状とし、かつ、前記金属粒を、前記突起電極が前記接続端子に
押圧された際に移動しうる滑面を有した形状とし、前記フラックスペーストのベースフラ
ックスが、前記間隙を封止する樹脂を主成分とすることを特徴とする電子部品の実装方法
により解決することができる。
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【００２４】
　また上記の課題は、第２の観点からは、電子部品に設けられた突起電極を実装基板に設
けられた接続端子に溶融接合することにより、前記電子部品を前記実装基板に実装する電
子部品の実装方法において、前記突起電極の直径より小さい直径を有する金属粒とベース
フラックスとを含むフラックスペーストを前記実装基板上に配設する工程と、前記フラッ
クスペーストが配設された実装基板に前記電子部品を搭載すると共に加熱処理を行ない、
前記突起電極を溶融し前記接続端子に接合する工程と、前記突起電極と前記接続端子との
接合後、前記電子部品と前記実装基板との間に形成される間隙に樹脂を封止する工程とを
有し、前記突起電極をボール形状とし、かつ、前記金属粒を、前記突起電極が前記接続端
子に押圧された際に移動しうる滑面を有した形状とし、前記フラックスペーストのベース
フラックスが、前記間隙を封止する樹脂と同種の樹脂材からなるフィラーを除いたものを
主成分とすることを特徴とする電子部品の実装方法により解決することができる。
【００２５】
　また上記の課題は、第３の観点からは、電子部品に設けられた突起電極を実装基板に設
けられた接続端子に溶融接合することにより、前記電子部品を前記実装基板に実装する電
子部品の実装方法において、前記突起電極の直径より小さい直径を有する金属粒とベース
フラックスとを含むフラックスペーストを前記突起電極上に配設する工程と、前記実装基
板に前記電子部品を搭載すると共に加熱処理を行ない、前記突起電極を溶融し前記接続端
子に接合する工程と、前記突起電極と前記接続端子との接合後、前記電子部品と前記実装
基板との間に形成される間隙に樹脂を封止する工程とを有し、前記突起電極をボール形状
とし、かつ、前記金属粒を、前記突起電極が前記接続端子に押圧された際に移動しうる滑
面を有し、前記フラックスペーストのベースフラックスが、前記間隙を封止する樹脂を主
成分とすることを特徴とする電子部品の実装方法により解決することができる。
【００２６】
　また上記の課題は、第４の観点からは、電子部品に設けられた突起電極を実装基板に設
けられた接続端子に溶融接合することにより、前記電子部品を前記実装基板に実装する電
子部品の実装方法において、前記突起電極の直径より小さい直径を有する金属粒とベース
フラックスとを含むフラックスペーストを前記突起電極上に配設する工程と、前記実装基
板に前記電子部品を搭載すると共に加熱処理を行ない、前記突起電極を溶融し前記接続端
子に接合する工程と、前記突起電極と前記接続端子との接合後、前記電子部品と前記実装
基板との間に形成される間隙に樹脂を封止する工程とを有し、前記突起電極をボール形状
とし、かつ、前記金属粒を、前記突起電極が前記接続端子に押圧された際に移動しうる滑
面を有し、前記フラックスペーストのベースフラックスが、前記間隙を封止する樹脂と同
種の樹脂材からなるフィラーを除いたものを主成分とすることを特徴とする電子部品の実
装方法により解決することができる。
【００２７】
　また上記の課題は、第５の観点からは、電子部品に設けられたボール形状の突起電極を
実装基板に設けられた接続端子に溶融接合するのに使用されるペースト材料において、金
属粒とベースフラックスとにより構成されており、該金属粒の直径を、前記突起電極の直
径の公差以上、前記突起電極の直径の１／３以下とし、該金属粒が体積比率で１％以上２
０％以下含む構成とし、前記金属粒を、前記突起電極が前記接続端子に押圧された際に移
動しうる滑面を有した形状とし、前記フラックスペーストのベースフラックスが、前記電
子部品と前記実装基板との間に形成される間隙を封止する樹脂を主成分とすることを特徴
とするペースト材料により解決することができる。
【００２８】
　また上記の課題は、第６の観点からは、電子部品に設けられたボール形状の突起電極を
実装基板に設けられた接続端子に溶融接合するのに使用されるペースト材料において、金
属粒とベースフラックスとにより構成されており、該金属粒の直径を、前記突起電極の直
径の公差以上、前記突起電極の直径の１／３以下とし、該金属粒が体積比率で１％以上２
０％以下含む構成とし、前記金属粒を、前記突起電極が前記接続端子に押圧された際に移
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動しうる滑面を有した形状とし、前記フラックスペーストのベースフラックスが、前記電
子部品と前記実装基板との間に形成される間隙を封止する樹脂と同種の樹脂材からなるフ
ィラーを除いたものを主成分とすることを特徴とするペースト材料により解決することが
できる。
【００２９】
【発明の実施の形態】
　次に、本発明の実施の形態について図面と共に説明する。
【００３０】
　図３乃至図５は、本発明の第１実施例である電子部品の実装方法及びペースト材料を説
明するための図である。尚、以下の説明では、電子部品として半導体装置１０を用いた例
について説明する。
【００３１】
　本実施例に係る実装方法では、半導体装置１０を実装基板１３にフリップチップ実装す
る。半導体装置１０を実装基板１３にフリップチップ実装するには、先ず図３（Ａ）に示
すように、フラックスペースト１５Ａを実装基板１３上に配設する。
　半導体装置１０は、例えばバンプ付きベアチップやＣＳＰ（チップサイズパッケージ）
タイプの半導体装置であり、複数の突起電極が配設されている。本実施例では、突起電極
としてはんだバンプ１２を用いた例を示している。しかしながら、半導体装置１０に配設
される突起電極は半導体装置１０に限定されるものではなく、スタッドバンプ，メッキバ
ンプ等の他の構造を有したバンプに対しても本発明は適用できるものである。
【００３２】
　はんだバンプ１２は直径Ｈ１を有しているが、製造誤差等により所定の公差ΔＨを有し
ている。尚、本明細書において公差ΔＨとは、はんだバンプ１２に許容されている最大直
径を有したはんだバンプ（図３（Ａ）に例示的に示すはんだバンプ１２Ａ）と、はんだバ
ンプ１２に許容されている最小直径を有したはんだバンプ（図３（Ａ）に例示的に示すは
んだバンプ１２Ｂ）との直径差をいうものとする。
【００３３】
　一方、実装基板１３は、例えばガラスエポキシ製の配線基板であり、表面に接続端子１
４及び図示しない配線が形成されている。フラックスペースト１５Ａは、この実装基板１
３の上面全面に配設される。フラックスペースト１５Ａを実装基板１３上に配設する方法
は、特に限定されるものではなく、例えばステンシル印刷やスクリーン印刷法等を用いて
形成することができる。
【００３４】
　この際、ステンシル印刷を適用する場合には、フラックスペースト１５Ａの粘度を３０
Ｐａ・ｓ程度とすることが望ましい。また、フラックスペースト１５Ａの配設方法は、後
述するようにフラックスペースト１５Ａの厚さを管理しうる配設方法を用いる必要がある
。
【００３５】
　ここで、フラックスペースト１５Ａの具体的構成について説明する。
　フラックスペースト１５Ａは、ベースフラックス１７内に金属粒１６を混入した構成と
されている。具体的には、フラックスペースト１５Ａは、上記のベースフラックス１７に
上記の金属粒１６を体積比率で１％以上２０％以下含むよう攪拌混練することで作製され
る。
【００３６】
　金属粒１６は導電性を有した金属により形成されており、具体的にははんだ合金、金、
或いは銀等を用いることが可能である。この金属粒１６の直径は、前記したはんだバンプ
１２の直径の公差ΔＨ以上で、かつはんだバンプ１２の直径Ｈ１の約１／３以下となるよ
う設定されている。
【００３７】
　また、ベースフラックス１７は、一般的なはんだ付けフラックスであるロジン系フラッ
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クスを用いることが可能である。また、後に説明するように、はんだバンプ１２と接続端
子１４との接合後において、半導体装置１０と実装基板１３との間を封止する補強樹脂１
８（アンダーフィルレジンとして機能する）との適合性を考慮し、この補強樹脂１８とな
る樹脂材料をベースフラックス１７として用いることも可能である。
　この際、補強樹脂１８としては通常エポキシ樹脂及びその硬化剤を含むものが適用され
るが、酸無水物系やアミン系の硬化剤はフラックスの活性剤としての機能も有する。この
ため、補強樹脂１８となる樹脂材料をベースフラックス１７として用いた場合には、特に
活性剤を添加しなくとも、補強樹脂１８となる樹脂材料をベースフラックス１７としてそ
のまま適用することができる。
【００３８】
　図４は、上記構成とされたフラックスペースト１５Ａが実装基板１３上に配設された状
態を拡大して示す図である。同図に示すように、フラックスペースト１５Ａが実装基板１
３上に配設された状態において、金属粒１６は実装基板１３に形成された接続端子１４の
形成領域上に単位面積あたり略同一の個数で均一に位置している。また、実装基板１３上
におけるフラックスペースト１５Ａの厚さは、金属粒１６の直径以上、金属粒１６の直径
の１／２以下の範囲の厚さに設定されている。
【００３９】
　ここで、再び図３に戻り、実装方法の説明を続ける。上記のようにフラックスペースト
１５Ａを実装基板１３上に配設する処理が終了すると、続いて図３（Ｂ）に示すように、
実装基板１３の接続端子１４と半導体装置１０のはんだバンプ１２とを位置合わせし、半
導体装置１０を実装基板１３上に搭載する。これにより、半導体装置１０はフラックスペ
ースト１５Ａ（具体的には、ベースフラックス１７）の有する接着力により実装基板１３
に仮固定される。
【００４０】
　この時、半導体装置１０のはんだバンプ１２が実装基板１３の接続端子１４に接触する
よう、搭載時に半導体装置１０を上から実装基板１３に向けて荷重を印加することが望ま
しい。これによりはんだバンプ１２下に存在した金属粒１６は荷重により横に押し出され
る。具体的には、図５に一点鎖線で示すようにはんだバンプ１２下に存在した金属粒１６
は、半導体装置１０が実装基板１３に向けて押し付けられることにより、図中矢印で示す
方向に押し出される。
【００４１】
　この際本実施例では、はんだバンプ１２の形状がボール形状とされており、かつ、金属
粒１６もはんだバンプ１２が接続端子１４に押圧された時に容易に移動しうるよう滑面を
有した形状（具体的には球形状）とされている。このため、はんだバンプ１２が接続端子
１４に近接するに従い、金属粒１６は容易に横方向（図５に矢印で示す方向）移動する。
【００４２】
　ここで、前記したようにはんだバンプ１２の直径（高さ）にバラツキが存在した場合、
図５に示すようにはんだバンプ１２の直径の大きさにより金属粒１６の押し出され方が異
なる。即ち、直径の大きいはんだバンプ１２（特に、符号１２Ａで示すはんだバンプ１２
）では、はんだバンプ１２Ａは接続端子１４と直接当接するため、金属粒１６ははんだバ
ンプ１２Ａと接続端子１４との接合位置の側部に位置する。
【００４３】
　これに対し、直径の小さいはんだバンプ１２（特に、符号１２Ｂで示すはんだバンプ１
２）では、直径の大きいはんだバンプ１２Ａが接続端子１４と当接した時点で、直径の小
さいはんだバンプ１２Ｂは接続端子１４と離間した状態である。そして、金属粒１６は、
はんだバンプ１２Ｂと接続端子１４との間隙に挟まるよう位置する。前記したように、金
属粒１６は導電性を有した金属により形成されているため、はんだバンプ１２Ｂと接続端
子１４との間が離間していたとしても、金属粒１６によりはんだバンプ１２Ｂと接続端子
１４は電気的に接続される。
【００４４】
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　このため、はんだバンプ１２Ｂと接続端子１４との間に間隙が存在しても、金属粒１６
はこの間隙の間においてはんだバンプ１２Ｂと接続端子１４とを確実に電気的に接続する
ため、半導体装置１０と実装基板１３の実装信頼性を向上させることができる。
【００４５】
　ここで、前記したように金属粒１６の直径は、はんだバンプ１２の直径の公差ΔＨより
も大きい寸法に設定されている。この公差ΔＨは、はんだバンプ１２に許容されている最
大直径をと最小直径との直径差である。このため、換言すれば公差ΔＨは、半導体装置１
０を実装基板１３に搭載した場合にはんだバンプ１２と接続端子１４との間に形成される
間隙の最大値ということができる。
【００４６】
　従って、金属粒１６の直径をはんだバンプ１２の直径の公差ΔＨよりも大きい寸法に設
定することにより、即ち金属粒１６の直径を発生する可能性がある間隙（はんだバンプ１
２と接続端子１４との間の間隙）の最大値以上の値に設定することにより、はんだバンプ
１２と接続端子１４とを確実に電気的に接続することができる。
【００４７】
　また本実施例では、金属粒１６の直径をはんだバンプ１２の直径（はんだバンプ１２の
設計上の直径、或いは半導体装置１０に配設された複数のはんだバンプ１２の平均直径）
の約１／３以下となるよう設定している。このように、金属粒１６の最大直径を規定した
のは、これ以上の直径となると、隣接するはんだバンプ１２と接続端子１４との接続位置
間が金属粒１６によりブリッジされ短絡するおそれがあるからである。よって、金属粒１
６の直径をはんだバンプ１２の直径の約１／３以下となるよう設定することにより、隣接
する接続位置間が金属粒１６により接続されて短絡することを防止できる。
【００４８】
　また、この隣接する接続位置間における短絡は、フラックスペースト１５Ａを構成する
ベースフラックス１７に対する金属粒１６の混合の割合にも影響される。即ち、上記の短
絡は、ベースフラックス１７に対する金属粒１６の混合の割合を増大させることにより発
生し易くなる。
【００４９】
　そこで本実施例では、フラックスペースト１５Ａが金属粒１６を体積比率で１％以上２
０％以下含む構成とした。この構成とすることにより、従来において一般に用いられてい
た体積比率で約５０％程度のはんだ粒子を含有するソルダーペーストに比べ、フラックス
ペースト１５Ａの実装基板１３に対する配設量のコントロールを厳しく設定しなくても短
絡の発生を抑制できる。
【００５０】
　更に、金属粒１６の含有率を増大させると、相対的にベースフラックス１７の含有比率
が低減するため、半導体装置１０を実装基板１３に搭載した際の仮止め力が低減すること
が考えられる。
　しかしながら、金属粒１６を体積比率で１％以上２０％以下含む構成のフラックスペー
スト１５Ａでは、必要とされる上記仮止め力を維持することができ、後述するように金属
粒１６が接続端子１４に溶融接合されるまでの間において、半導体装置１０を実装基板１
３に確実に保持することができる。よって、半導体装置１０を実装基板１３に搭載した後
、金属粒１６を接続端子１４に溶融接合するまでの間における、半導体装置１０の実装基
板１３からの離脱を防止することができる。
【００５１】
　上記したように、半導体装置１０が実装基板１３上に搭載されると、半導体装置１０を
搭載した実装基板１３をリフロー炉に通し、はんだバンプ１２を加熱溶融して接続端子１
４に接合させる処理が行なわれる。この際、フラックスペースト１５Ａのフラックス作用
により、はんだバンプ１２及び接続端子１４の表面酸化膜が除去され、はんだバンプ１２
は接続端子１４に濡れ広がる。
【００５２】
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　また、上記した半導体装置１０の実装基板１３への搭載時に、正常な直径（高さ）或い
はそれより大きな直径を有するはんだバンプ１２Ａの側部に押し出された金属粒１６は、
溶融したはんだバンプ１２Ａの表面張力によりはんだバンプ１２Ａの中に取り込まれる。
このとき、突起電極６の実装基板端子５への濡れ広がりに伴い、半導体装置１０と実装基
板１３との間隔は狭まる。
【００５３】
　一方、直径（高さ）の小さなはんだバンプ１２Ｂと接続端子１４との接合位置では、は
んだバンプ１２Ｂと接続端子１４が直接接していないため直接濡れ広がりはしないが、間
隙に存在する金属粒１６を介して濡れが生じ、かつ上記のように正常な高さのはんだバン
プ１２Ａが接続端子１４に濡れ広がる際に半導体装置１０は沈み込むため、直径の小さな
はんだバンプ１２Ｂも接続端子１４の全体に濡れ広がる。
　これにより、直径の大小に拘わらず、はんだバンプ１２Ａ，１２Ｂは、確実に接続端子
１４に接合される。図３（Ｃ）は、各はんだバンプ１２（１２Ａ，１２Ｂ）が接続端子１
４に接合された状態を示している。
【００５４】
　尚、この際にフラックスペースト１５Ａに含有させる金属粒１６をはんだバンプ１２と
同一材料（本実施例でははんだ）とし、はんだバンプ１２の溶融時に金属粒１６も同時に
溶融させる構成としてもよい。また、はんだバンプ１２よりも融点の低い材料を用いるこ
とにより、はんだバンプ１２よりも先に金属粒１６を溶融させることとしてもよい。
【００５５】
　上記のようにはんだバンプ１２が接続端子１４に接合されると、続いて図３（Ｄ）に示
すように、後に実施する補強樹脂１８の形成処理の妨げとならないよう、また形成された
補強樹脂１８の信頼性を低下させないよう、残留したベースフラックス１７（残留フラッ
クス）及び残留した金属粒１６（残留金属粒）を洗浄除去する処理を行なう。
　尚、後述する実施例のように、残留フラックス及び残留金属粒が補強樹脂１８の形成処
理の妨げにならず、かつ後に実施される実装工程の信頼性に問題がないものであれば、残
留フラックス及び残留金属粒の洗浄処理は必ずしも必要でない。
【００５６】
　上記の洗浄処理が終了すると、続いて半導体装置１０と実装基板１３との間に形成され
ている間隙に樹脂を注入して補強樹脂１８を形成する処理を行なう。この際、半導体装置
１０と実装基板１３との間に残留フラックス及び残留金属粒は存在しないため、補強樹脂
１８の選定を容易に行なうことができる。
【００５７】
　この補強樹脂１８を設けることにより、半導体装置１０と実装基板１３との接合の機械
的強度は、はんだバンプ１２による接合力と補強樹脂１８による接合力とを合わせた強度
となる。
　このため、半導体装置１０と実装基板１３との熱膨張率の違いにより半導体装置１０と
実装基板１３との間に応力が発生しても、はんだバンプ１２のみに応力が集中して印加さ
れるのを防止できる。よって、はんだバンプ１２に剥離や損傷が発生することを防止でき
、実装信頼性を向上させることができる。
【００５８】
　図６及び図７は、本発明の第２実施例である半導体装置１０（電子部品）の実装方法を
示す図である。尚、図６及び図７において、第１実施例の説明に用いた図３乃至図５に示
した構成と同一構成については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００５９】
　前記した第１実施例では、フラックスペースト１５Ａを実装基板１３に配設する構成と
した。これに対して本実施例では、フラックスペースト１５Ｂをはんだバンプ１２に配設
することを特徴としている。
【００６０】
　図６（Ａ）は、フラックスペースト１５Ｂが配設された半導体装置１０を実装基板１３
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と対向させた状態を示している。また、図７はフラックスペースト１５Ｂが配設されたは
んだバンプ１２を拡大して示している。
【００６１】
　フラックスペースト１５Ｂは、第１実施例で用いたフラックスペースト１５Ａと同様に
金属粒１６とベースフラックス１７とにより構成されている。この金属粒１６の構成、及
びベースフラックス１７に対する金属粒１６の混合の割合は、第１実施例と同様である。
　また、フラックスペースト１５Ｂをはんだバンプ１２に配設する方法としては、基板に
予め配設しておいたフラックスペースト１５Ａをはんだバンプ１２に転写する転写法や、
フラックスペースト１５Ｂが装填されたディスペンサーを用いて各はんだバンプ１２に塗
布するディスペンス法を用いることができる。
【００６２】
　フラックスペースト１５Ｂをはんだバンプ１２に配設した後に実施される図６（Ｂ）～
図６（Ｅ）に示す各処理は、先に図３（Ｂ）～図３（Ｅ）を用いて説明した第１実施例の
各処理と同一である。即ち、図６（Ｂ）に示すように半導体装置１０を実装基板１３に搭
載し、図６（Ｃ）に示すように加熱処理を行なうことによりはんだバンプ１２を接続端子
１４に溶融接合し、図６（Ｄ）に示すように残留フラックス及び残留金属粒の洗浄処理を
行ない、図６（Ｅ）に示すように補強樹脂１８の形成処理を行なう。
【００６３】
　この際、図６（Ｂ）に示す半導体装置１０を実装基板１３に搭載する処理においては、
本実施例のようにフラックスペースト１５Ｂをはんだバンプ１２に配設した構成でも、搭
載時に半導体装置１０を実装基板１３に向け押し付けることにより、はんだバンプ１２下
に存在した金属粒１６ははんだバンプ１２の側部位置に押し出される。よって、はんだバ
ンプ１２の直径（高さ）にバラツキが存在していたとしても、このはんだバンプ１２の直
径の大小に拘わらず、はんだバンプ１２と接続端子１４は金属粒１６により電気的に接続
される。
【００６４】
　また、図６（Ｃ）に示す加熱処理においては、はんだバンプ１２が溶融した際、金属粒
１６ははんだバンプ１２内に取り込まれるため、直径の大小に拘わらずはんだバンプ１２
を確実に接続端子１４に接合することができる。更に、隣接する接続位置間が金属粒１６
により接続されて短絡することを防止できること、搭載後においてフラックスペースト１
５Ｂにより半導体装置１０を実装基板１３に確実に保持することができること等の第１実
施例で実現することができる作用効果は、第２実施例の実装方法においても実現すること
ができる。
【００６５】
　図８は、本発明の第３実施例である半導体装置１０（電子部品）の実装方法を示す図で
ある。尚、図８においても、第１実施例の説明に用いた図３乃至図５に示した構成と同一
構成については、同一符号を付してその説明を省略するものとする。
【００６６】
　本実施例に係る実装方法は、第１実施例における図３（Ｃ）～図３（Ｅ）に示した各処
理に対応する処理に特徴を有するものである。第１及び第２実施例では、はんだバンプ１
２を接続端子１４に接合した後、残留する残留フラックスを洗浄して除去する構成とされ
ていた。
【００６７】
　これは、フラックスペースト１５Ａ，１５Ｂのベースフラックス１７が補強樹脂１８と
異なる材料の場合、ベースフラックス１７と補強樹脂１８の樹脂材との接合性が不良であ
ると、補強樹脂１８の充填性が低下してしまうことによる。
【００６８】
　これに対して本実施例では、フラックスペースト１５Ｃを構成するベースフラックス１
９が、補強樹脂１８となる樹脂を主成分とするよう構成したことを特徴としている（本実
施例では、同一材料としている）。これにより、はんだバンプ１２と接続端子１４との接
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合後に残留するベースフラックス１９は、その後に形成される補強樹脂１８の樹脂と略同
成分となる。
【００６９】
　よって、補強樹脂１８とベースフラックス１９との接合性は良好となり、ベースフラッ
クス１９を除去することなく補強樹脂１８を形成することが可能となる。即ち、図８（Ａ
）に示すように、ベースフラックス１９が残留している状態で補強樹脂１８を形成するこ
とが可能となる。従って、第１及び第２実施例と異なり、補強樹脂１８の形成前にベース
フラックス１９を洗浄する必要はなくなり、実装工程の簡略化を図ることができる。
【００７０】
　図８（Ｂ）は、補強樹脂１８が形成された状態を示している。この状態において、補強
樹脂１８とベースフラックス１９とは同一樹脂材料であるため、両者１８，１９は一体化
した状態となっている。よって、ベースフラックス１９が残留していても、補強樹脂１８
を確実に半導体装置１０と実装基板１３との間に形成することができ、またこれに伴い半
導体装置１０と実装基板１３との間における機械的強度を所定強度に維持することができ
る。
【００７１】
　尚、ベースフラックス１９を補強樹脂１８と同一主成分の樹脂で構成した場合、はんだ
バンプ１２を接続端子１４に接合する際に印加される熱による熱硬化が問題となるが、こ
れはベースフラックス１９の樹脂の硬化剤量をコントロールすることで解決することがで
きる。例えば、比較的硬化の進行が早い場合には、ベースフラックス１９に用いる樹脂の
硬化剤量を減らすことではんだバンプ１２と接続端子１４との接合時における接合硬化反
応を制御し、その後の補強樹脂１８の形成処理で完全に硬化させるようにすることも可能
である。
【００７２】
　ここで、本実施例のようにベースフラックス１９が実装基板１３に残存する構成では、
はんだバンプ１２と接続端子１４との接合後に、残存しているベースフラックス１９と半
導体装置１０との間に所定の空間部が形成されている必要がある。即ち、残存しているベ
ースフラックス１９と半導体装置１０との間に、補強樹脂１８を形成するための空間部が
形成されている必要がある。
【００７３】
　このため本実施例では、フラックスペースト１５Ｃを実装基板１３に配設する際、フラ
ックスペースト１５Ｃを実装基板１３上に金属粒１６の直径以上で、かつはんだバンプ１
２の直径の１／２以下の厚さで配設することとした。フラックスペースト１５Ｃをこの厚
さで配設することにより、はんだバンプ１２と接続端子１４との接合処理が終了した時点
で、残留したベースフラックス１９で半導体装置１０と実装基板１３との間が塞がれるこ
とを防止できる。
【００７４】
　即ち、残留したベースフラックス１９と半導体装置１０との間に、補強樹脂１８を形成
するための空間部を確実に形成することができる。これにより、接合処理の終了後に実施
される補強樹脂１８の形成処理を容易かつ確実に行なうことができる。
【００７５】
　一方、上記した第３実施例では、補強樹脂１８とベースフラックス１９とを同一樹脂材
料とした例について説明したが、補強樹脂１８の樹脂材料と同種の樹脂材からなるフィラ
ーを除いたものを主成分とするベースフラックスを用いることも可能である。この構成と
した場合には、はんだバンプ１２と接続端子１４の接合時において、はんだバンプ１２と
接続端子１４との間に上記樹脂のフィラーが存在しないため接合性を向上させることがで
きる。
【００７６】
　以上の説明に関し、更に以下の項を開示する。
（付記１）　電子部品に設けられた突起電極を実装基板に設けられた接続端子に溶融接合
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することにより、前記電子部品を前記実装基板に実装する電子部品の実装方法において、
　前記突起電極の直径より小さい直径を有する金属粒とベースフラックスとを含むフラッ
クスペーストを、前記電子部品を前記実装基板に搭載した時に前記電子部品との間に間隙
が形成される厚さで前記実装基板上に配設する工程と、
　前記フラックスペーストが配設された実装基板に前記電子部品を搭載すると共に加熱処
理を行ない、前記突起電極を前記接続端子に接合する工程と、
　前記突起電極と前記接続端子との接合後、前記電子部品と前記実装基板との間に形成さ
れる前記間隙に樹脂を封止する工程と
を有することを特徴とする電子部品の実装方法。
（付記２）　付記１記載の電子部品の実装方法において、
　前記金属粒の直径を、前記突起電極の直径の公差以上、前記突起電極の直径の約１／３
以下とし、
　かつ、前記フラックスペーストが、該金属粒を体積比率で１％以上２０％以下含む構成
としたことを特徴とする電子部品の実装方法。
（付記３）　付記１又は２記載の電子部品の実装方法において、
　前記フラックスペーストを、前記実装基板の前記接続端子を含む領域に、前記金属粒の
直径以上、前記突起電極の直径の１／２以下の厚さで配設したことを特徴とする電子部品
の実装方法。
（付記４）　付記１乃至３のいずれか１項に記載の電子部品の実装方法において、
　前記フラックスペーストのベースフラックスは、前記間隙を封止する樹脂を主成分とす
ることを特徴とする電子部品の実装方法。
（付記５）　付記１乃至３のいずれか１項に記載の電子部品の実装方法において、
　前記フラックスペーストのベースフラックスは、前記間隙を封止する樹脂のフィラーを
除いたものを主成分とすることを特徴とする電子部品の実装方法。
（付記６）　付記１乃至５のいずれか１項に記載の電子部品の実装方法において、
　前記突起電極をボール形状とし、
　かつ、前記金属粒を、前記突起電極が前記接続端子に押圧された際に移動しうる滑面を
有した形状としたことを特徴とする電子部品の実装方法。
（付記７）　電子部品に設けられた突起電極を実装基板に設けられた接続端子に溶融接合
することにより、前記電子部品を前記実装基板に実装する電子部品の実装方法において、
　前記突起電極の直径より小さい直径を有する金属粒を含むフラックスペーストを、前記
電子部品を前記実装基板に搭載した時に前記電子部品との間に間隙が形成される厚さで前
記突起電極上に配設する工程と、
　前記実装基板に前記電子部品を搭載すると共に加熱処理を行ない、前記突起電極を前記
接続端子に接合する工程と、
　前記突起電極と前記接続端子との接合後、前記電子部品と前記実装基板との間に形成さ
れる前記間隙に樹脂を封止する工程と
を有することを特徴とする電子部品の実装方法。
（付記８）　付記７記載の電子部品の実装方法において、
　前記金属粒の直径を、前記突起電極の直径の公差以上、前記突起電極の直径の約１／３
以下とし、
　かつ、前記フラックスペーストが、該金属粒を体積比率で１％以上２０％以下含む構成
としたことを特徴とする電子部品の実装方法。
（付記９）　付記７又は８記載の電子部品の実装方法において、
　前記フラックスペーストのベースフラックスは、前記間隙を封止する樹脂を主成分とす
ることを特徴とする電子部品の実装方法。
（付記１０）　付記７又は８記載の電子部品の実装方法において、
　前記フラックスペーストのベースフラックスは、前記間隙を封止する樹脂のフィラーを
除いたものを主成分とすることを特徴とする電子部品の実装方法。
（付記１１）　付記７乃至１０のいずれか１項に記載の電子部品の実装方法において、
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　前記突起電極をボール形状とし、
　かつ、前記金属粒を、前記突起電極が前記接続端子に押圧された際に移動しうる滑面を
有した形状としたことを特徴とする電子部品の実装方法。
（付記１２）　電子部品に設けられた突起電極を実装基板に設けられた接続端子に溶融接
合するのに使用されるペースト材料において、
　金属粒とベースフラックスとにより構成されており、
　該金属粒の直径を、前記突起電極の直径の公差以上、前記突起電極の直径の約１／３以
下とし、
　かつ、該金属粒が体積比率で１％以上２０％以下含む構成としたことを特徴とするペー
スト材料。
【発明の効果】
【００７７】
　請求項１，５，８記載の発明によれば、接合後に残留するベースフラックスと封止用の
樹脂との接合性は良好となり、よって樹脂の配設前にベースフラックスを洗浄する必要は
なくなり、実装工程の簡略化を図ることができる。
【００７８】
　また、請求項２，６，９記載の発明によれば、接合時における突起電極と接続端子の接
合性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来の一例である半導体装置の実装方法を説明するため図である（その１）。
【図２】　従来の一例である半導体装置の実装方法を説明するため図である（その２）。
【図３】　本発明の第１実施例である半導体装置の実装方法を説明するための図である。
【図４】　フラックスペーストを配設した実装基板を拡大して示す図である。
【図５】　半導体装置を実装基板に押圧した状態を拡大して示す図である。
【図６】　本発明の第２実施例である半導体装置の実装方法を説明するための図である。
【図７】　フラックスペーストが配設された半導体装置を拡大して示す図である。
【図８】　本発明の第３実施例である半導体装置の実装方法を説明するための図である。
【符号の説明】
１０　半導体装置
１２　はんだバンプ
１３　実装基板
１４　接続端子
１５Ａ～１５Ｃ　フラックスペースト
１６　金属粒
１７，１９　ベースフラックス
１８　補強樹脂
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